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Визначені кількісні параметри  сторонніх електромагнітних полів, що є 

причиною появи  незворотніх відмов напівпровідникових приладів , та 

приведені існуючі методики визначення кількісних характеристик електричної 

стійкості напівпровідникових приладів – критичної енергії пошкодження, що 

визначає межу їх працездатності. 

Доведено. що більшість існуючих методик визначення критеріїв 

незворотніх відмов не враховують ефекти змін робочих характеристик 

напівпровідникових приладів під дією стороннього випромінювання в умовах, 

коли межа критичної енергії не досягнута.  

Проведено аналіз основних типів порушень працездатності 

електрорадіовиробів в умовах дії електромагнітного випромінювання – 

зворотніх та незворотніх відмов. 

Запропонована фізична модель появи зворотніх відмов (без втрати 

працездатності) напівпровідникових приладів в умовах, коли  дія стороннього 

випромінювання приводить до відхилення їх робочих ( вольт – амперних) 

характеристик  від норми. Причиною появи таких змін характеристик є процеси 

трансформації енергії наведених зовнішнім випромінюванням струмів в 

енергію власних коливань напівпровідникових приладів ( встановлення режиму 

генерації коливань). 

В роботі  розглядалися електромагнітні коливання, що існують на межі 

розподілу середовищ, які відрізняються електромагнітними властивостями – 

поверхневі поляритони (хвилі Фано). При цьому використовувалися рівняння 

електродинаміки: рівняння Максвела, матеріальні рівняння та граничні умови, 

за допомогою яких визначаються закони дисперсії  поверхневих 

електромагнітних коливань. Спектр поверхневих поляритонів визначався в 

умовах наближення холодної  плазми  та відсутності їх зіткнувального 

затухання. Для знаходження механізму згасання поверхневих плазмонів,  

обумовленого їх взаємодією з електронами провідності на межі розподілу 

середовищ, застосовувалися рівняння електродинаміки в умовах нехтування 

ефектами запізнювання.  

 

 


